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Laboratorio Avanzado: Caracterizacidn dptica, electronica y magnética de semiconductores
avanzados

Objetivo: Adquirir experiencia en técnicas de sintesis y caracterizacidn estructural, dptica,
electréonica y magnética de materiales semiconductores, con énfasis en la modificaciéon de sus
propiedades mediante dopaje, confinamiento cuantico y disefio estructural.

Temario

1. Introduccidn a los materiales semiconductores

1.1 Naturaleza de los semiconductores: definicidn, tipos y clasificacion
1.2 Bandas electrénicas y mecanismos de conduccion

1.3 Relevancia de los semiconductores avanzados en aplicaciones tecnoldgicas

2. Sintesis de semiconductores dopados

2.1 Dopaje con metales de transicion

2.2 Métodos de sintesis: técnicas solvotérmicas, asistencia por ultrasonido y molienda mecanica.
2.3 Influencia del dopaje en propiedades dpticas y electrdnicas

2.4 Ejemplos de modificacidon de banda prohibida mediante dopantes

3. Caracterizacion estructural

3.1 Difraccidn de Rayos X (DRX): fundamentos y configuraciones experimentales
3.2 Identificacidn de fases, parametros de red y calidad cristalina

3.3 Método de Rietveld para analisis cuantitativo

3.4 Interpretacion de resultados estructurales en funcién de la sintesis

4. Caracterizacién microestructural
4.1 Microscopia Electrénica de Barrido (MEB): preparacién de muestras, condiciones de operacion
4.2 Morfologia, tamafio de particula y analisis superficial

4.3 Analisis elemental por espectroscopia de rayos X por dispersién de energia (EDS)



4.4 Complementariedad con otras técnicas: TEM

5. Caracterizacion dptica

5.1 Espectroscopia UV-Vis: absorbancia y reflectancia difusa

5.2 Gréficos de Tauc para semiconductores directos e indirectos

5.3 Espectroscopia de fotoluminiscencia (PL): fundamentos, instrumentacién y andlisis

5.4 Fotoluminiscencia resuelta en el tiempo (TRPL): evaluacién de tiempos de vida excitonica

5.5 Discusidn sobre defectos, recombinacién radiativa y eficiencia cuantica

6. Transporte eléctrico: mediciones I-V

6.1 Fundamentos de transporte en materiales semiconductores
6.2 Dispositivos experimentales y técnicas de contacto

6.3 Medicion de curvas corriente-voltaje

6.4 Procesamiento y andlisis de resultados eléctricos

7. Magnetotransporte y caracterizacion magnética

7.1 Magnetoresistencia y otros efectos dependientes del campo magnético

7.2 Diseno del experimento: resistividad vs. campo magnético y orientacion angular

7.3 Parametros de medicidn y dispositivos auxiliares (criostatos, electrodos, fuentes de campo)

7.4 Interpretacion de fendmenos de transporte magnético en semiconductores dopados
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